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【はじめに】 Si をベースとした集積回路上の

GaN 系デバイスや大面積で廉価な GaN 基板と

して、Si 基板上への GaN の実現が期待され、バ

ッファ層として AlN[1]などを用いる試みがなさ

れてきた。一方、Si 基板上 II-VI 族化合物のバッ

ファ層としてフッ化物を用いる報告もあり[2]、
Si 基板上 GaN に対しても検討の余地がある。そ

こで本研究では、格子定数などで有利であると

考えられる MgF2 のバッファとしての性質を探

索するため、Si(111)基板上に成長させた MgF2薄

膜について、X 線回折法により結晶構造の同定

を行った。また、Si 基板上に MgF2 を成長する

際に基板温度を 400oC 以上すると、Si と MgF2

の化学反応が促進される [3]ので、Si 基板上

MgF2の温度による反応についても調査した。 
【実験】 MgF2は化学洗浄した Si(111)基板を超

高真空中でサーマルクリーニングした後、基板

温度 350oC で分子線エピタキシー法により成長

した。(A) MgF2を約 30 nm 成長したサンプルの

基板温度を 840oC まで昇温し、RHEED 法によ

り観察し、Si 基板上 MgF2 の温度による反応を

調査した。(B) MgF2を約 2.5 nm、55 nm 成長さ

せたサンプルについて、X 線回折法により結晶

構造の評価を行った。  
【結果】 (A) Si(111)基板上 MgF2 の基板温度が

500oC と 840oC の時の RHEED パターンを Fig. 1
に示す。基板温度が 500oC では、ストリーク状

の回折パターンが見られ、MgF2 が Si 基板上に

存在していると考えられる。基板温度を 840oC
にすると Si(111)-(7×7)再構成表面が得られたこ

とから、Si と MgF2が化学反応を起こし、MgF2

が消滅することがわかった。以上より、MgF2バ

ッファを用いて Si 基板上に GaN を成長する際

には、基板温度を 800oC 以下にする必要がある

と考えられる。 
(B) Si(111)基板上 MgF2薄膜の X 線回折スペク

トルを Fig. 2 に示す。MgF2が最も安定な結晶構

造である正方晶ルチル型構造をとると仮定する

と、成長初期は成長面が(210)面となり、膜厚が

厚くなると、成長面が(110)面に変わることがわ

かった。Si(111)基板上 GaN のバッファ層として

どちらの成長面が有効に作用するかについては

今後検討する。 
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Fig. 1 RHEED patterns of MgF2 at substrate 
temperatures of (a) 500oC (b) 840oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 XRD spectra of (a) 2.5 nm (b) 55 nm thick MgF2  
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